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INTRODUCAO

Neste trabalho discutiremos o uso da técnica
de RBS para analise de filmes finos. Os filmes
analisados foram fabricados pelo processo
chamado de Sputtering. Neste processo é
feita a co-deposicdo de elementos de
interesse, que neste trabalho em particular
sdo o Cobalto (Co) e o Gadolinio (Gd). O Gd é
uma terra rara, pertencente a Familia dos
Lantanideos. As informagdes de composicdo
e espessura destes filmes finos podem ser
determinadas através da analise dos dados
de RBS [1,2], como descreveremos a seguir. A
técnica RBS consiste na medicdo da energia
deixada por um feixe i6nico de particulas
mono energéticas apods espalhamento de um
determinado material. A reducdo da energia
incidente é proporcional a razdo entre as
massas da particula incidente e da massa do
atomo da amostra. Para encontrar a
espessura da amostra, a energia das
particulas dispersas é também analisada a
fim de obter quanto esta particula pode
penetrar na amostra.Essas informagdes do
filme fino sdo obtidas pela analise do
espectro RBS fazendo-se simulagdes no
programa XRUMP, em que a superposi¢ao da
curva tedrica simulada deve corresponder
exatamente ao espectro RBS original da
amostra.

OBIJETIVO

A partir dos espectros RBS experimentais de
filmes finos, simulamos espectros tedricos
para diversas composi¢cOes e espessuras a fim
de se buscar o melhor ajuste entre espectro
simulado e espectro RBS experimental. Deste
modo buscamos obter com precisao a

concentracdao e espessura dos filmes finos
fabricados.

METODOLOGIA

O programa utilizado para fazer as
simulag@es dos espectros RBS dos filmes finos
foi o programa XRUMP. As simulagdes foram
feitas buscando superpor as curvas tedricas
da simula¢do ao espectro RBS do filme fino.
Dessa forma, quando as curvas estdo
superpostas, pode-se obter as informagdes
da composicdo e espessura de cada filme fino
fabricado.

RESULTADOS

As informagdes de composicdo e espessura
dos filmes finos de GdCo fabricados, sao
apresentadas a seguir.
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Figura 1 - Espectro experimental de RBS para
um filme de Co dopado com 0,45% de Gd,
juntamente com espectro simulado,
mostrando a boa concordancia entre dados
experimentais e simulagao.
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Figura 2 - Simulacdo do espectro do filme fino
de Co dopado com Gd, onde a concentracdo
encontrada é de 1,7% de Gd
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Figura 3 - Resultado da simulagdao do

espectro do filme fino de Co dopado com Gd,
onde a concentragao encontrada é de 3,0%
de Gd
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Figura 4 - Simulacdo do espectro do filme
fino de Co dopado com Gd, onde a
concentracdo encontrada de Gd nao

corresponde a concentragdo contida no filme
fino

As Figuras 1 a 3 mostram as concentragdes
que correspondem  corretamente  as
encontradas nos filmes finos, enquanto a
Figura 4 apresenta uma simulacdo de
concentragcdo superior a existente no filme
fino idéntico ao da Figura 2.

CONCLUSOES

A técnica RBS permite a determinagdo da
composicao e espessura de filmes finos.
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